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【はじめに】 ScAlMgO4(SAM)単結晶は高歩留りな GaN 自立基板が作製可能で、且つ薄膜成長後の自然剥

離した SAM 基板を再研磨する事で複数回再利用可能な結晶として報告されてきた。SAM 単結晶作成にお

いての結晶欠陥については、光学評価、X線トポグラフィ（XRT）により調べて報告[1][2]してきた。サブ

グレインバウンダリー、クリスタルコア、ストリエーション、転位欠陥と成長条件との関係解明により、

無転位、無欠陥結晶成長へと進んでいる。GaN エピタキシャル成長に使うウェハは X 線ロッキングカー

ブ法（XRC）、XRT評価を行っているが、今回簡便なエッチング法により評価を行った。 

【実験方法】育成した SAM 単結晶を加工し、得られた直径 2 インチの c 面ウェハを XRT にて転位

状況の観察を実施した。SAM結晶のエッチングはフッ化水素酸（HF）での報告[3]があるが YAG結

晶等で行われる条件を参考にリン酸（H3PO4）

にて約 120℃で 1 時間にて試験した。エッ

チングを行ったウェハは光学顕微鏡にてエ

ッチピットの状態を確認した。その後、得

られた結果を XRT との対比にて観察を行っ

た。その際、a面、m面、r面ウェハもエッ

チングにてピットの観察を行った。 

【結果】XRT 画像（Fig1 左）において①中

央部コアの貫通転位とストリーム型転位が

見られた箇所②転位が見られない無転位箇

所③高密度（～103/cm2）なストレート型の

転位箇所となり、エッチングウェハ(Fig1右)

においては①ピットが多く見られる②無転

位箇所ではピットが見られない③ピットが

見られない結果となった。結果から貫通転位

がピットと対比すると考えられ、③領域では

貫通転位が無かった。その他、欠陥について

サブグレインはピットが連続した線状に現

れた(Fig2)。 
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Fig1. XRT 画像（左）エッチングウェハ観察画像(右） 
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Fig2. サブグレイン部のエッチングウェハ観察画像 
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